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V rfahren zur Herstellung von Leiterbahn n, Widerst&nd n und 
KapazitSten fflr die Mikroelektronik auf photographisehem Wege 

Die Erfindung bezieht sich auf die Herstellung von Leiterbahnen, 
Widerst&nden, Kapazitaten und deren Kombinationen auf photogra- 
phischem Wege unter Verwendung lichtempf indlicher Halogensilber- 
schichten, aus denen elektrisch leitf&higes Silber nach Aufbe- 
lichten von Mustern entwickelt wird. 

Die Herstellung von passiven elektrischen Elementen fiir Mikro- 
Schaltungen erfolgt industriell nach den Methoden der Halblei- 
ter- f Dttnnfilm- und Siebdrucktechnik, Bel der Halbleiter- und 
Dunnf ilmtechnik handelt es sich urn diskontinuierliche Verfahren, 
bei denen Metalle, Metallegierungen und Metalloxide in bestimm- 
ten Anordnungen auf Tr&ger im Ilochvakuum aufgedampft werden. Je- 
de einzelne Schicht wird dann zur Herstellung der gewiinschten 
Muster einem Xtzprozefi unterworfen, Kit dieser Technik lassen 
sich extrem dttnne Schichten in der Grdfienordnung von ca» 0,1 ^u 
herstellen. Nach dem Prinzip des Vierfarbendruckes arbeitet man 
in der Siebdrucktechnik; Dabei tr&gt man Metalle in Pastenform 
auf geeignete keramische Trager auf. Die Fasten werden getrock- 
net und anschliefiend eingebrannt. Der Nachteil dieses Verfah- 
rens liegt in der Konturenunsch&rfe und einer schwer reprodu- 
zierbaren Dicke des aufgetragenOn Belages. Die Beschichtungen 
sind bis zu 1 000 mal dicker als in der Dunnf ilmtechnik und lie- 
gen im Bereich von 10 - 100 ^u. Ebenfalls bekannt 1st die Her- 
stellung von leitfilhigem Silber durch Aufdampfen von Halogensil- 
berverbindungen auf einem Schicht tritger im.Vakuum und anschlie- 
flende Belichtung und Entvicklung dieser Schichten. In den eng- 
lischen Patenten 953 431 - 33 sind Verfahren zur Herstellung 
von Leiterbahnen unter Anwendung phot ographischer Met hoden be- 
schrieben. Es wird dabei ein anhydrolysierter Triacetatschicht- 
trfiger in einer Diazoniumldsung gebadet, anschlieiiend belichtet 
und mit einer QuecksilbersalzlOsung behandelt. Die entstandenen 
Quecksilberk ime w rden durch in physikalisch Entwicklung zu 
in r el ktrisch leitftfhig n Schicht verstarkt. 
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Die Leitftthigk it kann durch mechanisch od r WSrmebehandlung noch 
gest ig rt w rden* Beschrieben 1st ferner die Hers te Hung von ge- 
druckten Schaltungen nittels eines photograph is c hen Filnies, auf 
den ein Muster aufbelichtet und das entwickelte Silber mit der Ge- 
latine nach bekannten Hethoden entfernt wird, so dafl ein Relief aus 
g latinehaltigem Silberhalogenid stehen bleibt* In dieses Relief 
wird leitf&higes Material in Form von Itetallpulvern eingebracht und 
durch geeignete Methoden das Haften auf der Unterlage erreicht. In 
dem niederlttndischen Patent 6710843 ist die Herstellung elektrisch 
leitf fihiger Silberschichten durch eine Dif fusionsumkehrentwicklung 
von photograph is chen Halogens ilberschichten beschrieben. Als Ent- 
wickler wird ein Hydrochinon-p-Foraaldehydentwickler , dem Salizyl- 
sfture zugesetzt vird, verwendet, Ftlr die Zweitentwicklung bentttzt 
man einen kr&ftig wirkenden Hydrochinon-Phenidon-Rhodanid-Entwick- 
1 r. Die auf diese Weise entwickelten Schichten zeigen einen F14- 
chenwiderstand von weniger als 5 Ohm. 

Di vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur rationellen 
Herstellung von Leiterbahnen, Wider st'finden, Kapazit&ten und RC- 
Gliedern durch Negativentwickluhg eines lichtempf indlichen Hehr- 
schichtenmaterials auf Halogens ilberbas is , indem man dieses Mate- 
rial, bestehend aus einem nichtleiterfden SchichttrSger und zwei 
tibereinanderliegenden, fttr untefschiedliche Spektralbereicfae sensi- 
bilisierte, gelatinehaltige Chlorbromsilberemulsionen, deren Ge- 
latine/Silberverh&ltnis wen igs tens 1:3 betr&gt und einer, zwi- 
schen den beiden lichtempf indlidhen Schichtep angeordneten , f Or 
phot ographis che BSder durchlfissige, dielektrische Schicht, in An- 
wesenheit an sich bekannter Entwlcklungsbeschleuniger entvickelt. 

Das photographische Mehrschichtenmaterial kann mittels Belich- 
tungsaut ornate n hinter entsprechfenden Masken belichtet und an- 
echlie fiend In Entvicklungsmascblnen kontinulerlich entwickelt 
w rden. Es ergibt sich so eine hohe Fertigungsgeschwindigkeit 
f flr die Herstellung einer phot ographis chen Abbildung bzw. nach 
d m d r Erfindung zugrund li gend n Verf ahr n in r f rtig n 
Schaltung mit passiv n 1 ktrischen Element n. 
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Fttr die Herstellung 1 itf&hig r Schichte.. hat es sich als vorteil- 
haft erwiesen, f einstktirnige Chlorbromsilber-Emulsionen zu v rwen- 
den, die mit einer mGglichst geringen Gelatinemenge hergestellt 
werden. Man verwendet nur soviel Gelatine, dafl das Halogensilber- 
korn gerade noch geschiitzt 1st und keine Sedimentation auftritt. 
Das Gelatine /Silberverh&lt nis derartiger Emulsionen liegt bei ca. 
1:3. 

Erf indungsgem&B wird auf einen geeigneten isolierenden Schichttr&- 
ger, wie z. B. Triacetat- oder Polyester-Unterlage eine fttr den 
blauen, griinen oder roten Spektralbereich empf indliche feinstkor- 
nige Chlorbromsilber-Emulsion aufgctragen. Urn einen gleichm&Aig n 
Auftrag der Emulsion zu erzielen, ist es zweckmaBig, auf den 
Schichttrager erst einen dunnen Gelatine-UnterguB zu gieflen. Auf 
dlesc erste Emulsionsschicht wxrd im einfachsten Falle eine dunn 
Gelatineschicht aufgegossen. Die Dicke dieser Zwischenschicht liegt 
vorzugsweise zwischen 3 bis 4 ^u. Dieser Zwischenschicht kSnnen 
verschiedene dielektrisch w irks a me Substanzen aus der Klfisse d r 
Metalloxiae, wie z. B. Ti0 2 , Al 9 0g, Si0 2 m feinverteilter Form zu- 
gesetzt werden. Der Gelat inc-Zwischenschicht kbnnen auch wasser- 
Idsliche Polymere, wie z; B. Polyvmylpyrrolidon, Polyvinylalko- 
hol f Polyvinylalkoholacetat . Dextran etc. oder wasscrunlosliche 
Polymerisate .in dispergiertcr Fern, wie z. B. Polysithylacrylat , 
Polystyrol etc. zugefttgt werden. Ebcnso kann man organische was- 
serunlbsliche Verbindungen, wie z. B. Nitrobenzol. Bcnzylalkohol , 
Dibutylphthalat etc. in dispergierter Form in die Zwischenschicht 
einbringen, 

Nach dem Auftrag der Zwischenschicht wird die obere Emulsions- 
schicht aufgegossen, fttr welche man die gleiche Emulsion wie fttr 
die untere Schicht verwendet. Sie wird vorzugsweise fur einen an- 
deren Spektralbereich sensibilisiert , damit das tfberschneiden von 
Leiterbahnen mfcglich wird und man Widerst&nde bedarfsweise in der 
oberen oder unteren Emulsionsschicht herstellen kann. 
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Es hat sich als gunstig erwiesen, die unter Emulsionsschicht fUr 
den roten Spektralbereich und die obere fur den griinen Spektral- 
bereich zu sensibilisieren. 

Zum Schutz gegen Verkratzen und Verschrammen ist es vorteilhaft, 
das Mehrschichtenmaterial mit einer wasserldslichen Schutzschicht 
zu tiberziehen. FUr diesen Zweck kann man wasser- oder alkali J os- 
liche Polymere, wie z. B. Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat , Po- 
lyvinylpyrrolidon, Natriumalginat , Polyacryls&ure u. verwenden. 

Urn eine elektnsche Schaltung auf dem erf indungsgemai&en Material 
herzustellen, wird in folgendpr V/eise vorgegarngen : Der Entwurf 

iner Schaltung mit Leiterbahnen, WiderstSLnden und Kondensatoren 
wird als Negativ auf einem feinkbrnigen Kopiermaterial abgebil- 
det. Diese Vorlage, kombiniert mit Masken, wird auf das beschrie- 
bene Mehrschichtenmaterial auf belichtet, und z war mit zwei Licht- 
farben, entweder gleichzeit ig t>der* getrennt h inter einander , fiir 
welche das lichtempf indliche Material sensibilisiert 1st, Anschlie- 
fiend wird das belichtete Material in einem Metol-Hydrochmon- bzw. 
Phenidon-Hydrqchinon-Entwickler 9 dem Entwicklungsbeschleuniger zu- 
gesetzt sind, entwickelt, Als Entwicklungsbeschleuniger eignen 
sich insbesondere Polyathylenoxide mit deren Kondensationsprodukte, 
quaternare Ammoniumsalze und Amine. Die optimale Konzentration fiir 
die Entwicklungsbeschleuniger kann man durch entsprechende Vorver- 
suche mit derselben Emulsion! wie dies dem Fachmann bekannt 1st, 
bestimmen. Kach der Entwicklung wird fixiert und gewfissert . Der 
getrocknete Film bedarf keiner weiteren Behandlung mehr. Die Lei- 
terbahnen haben einen Flachenwiderstand bei einer Dicke der Emul- 
sionsschicht von 1,5 / u von unter 10 Ohm. Fur die aus fixiert en 
Flachen liegt der Widerstand uber dem Megohm-Bereich. Ein ca. 25 y\i 
dicker Strich von 1 cm LSnge zeigt einen Widerstand von ca. 1,2 Kilo. 
Hdhere WiderstSnde konnen entweder durch noch schmalere Leiterbah- 
nen oder durch Aufbelichtung maanderf ormiger Figuren erhalten wer- 
den. Niedrigere Widerstande erh&lt man durch breitere Leiterbahnen. 
Di Kapazit&ten liegen in d m Ber ich von 1 bis 10 Nanofarad/cm 2 , 
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Eine Durchkontaktierung von d r unt ren zur ober n el ktrisch lei- 
tenden Schicht 1st mSglich, wenn man die als Dielektrikum wirkende 
Zwischenschicht in Streifen mit den erf order lichen Zwischenr&umen 
auftragt. Der streifenf ttrmige Auftrag kann mittels einer Nutenwal- 
ze im Anspiilverfahrea, durch Abblasen der Zwischenschicht in frei- 
bleibenden Zwischenr&umen mit einer technisch entsprechend ausge- 
fUhrten Luftbttrste oder mit Hilfe von SchlitzgieAern erzielt wer- 
den. Wird das Material an den dlelektrisch freien Stellen getrennt, 
entsteht die Moglichkeit zur Durcbkontaktierung in den Randzonen 
der beiden leitffihigen Schichten. Mit dem erf indungsgem&B herge- 
stellten photographischen Element, besitehend aus Leiterbahnen, Wi- 
derstanden und Kondensatoren, konnen beliebig konventionelle oder 
fttr die Hybr idtechnik hergestellten Dioden und Trans is tor en kom- 
biniert werden. Das Kontaktieren dieser aktiven Elemente auf der 
oberen elektrisch leitenden Silberschicht kann beispielsweise mit- 
tels Leitlack erfolgen. 

In den nachf olgenden Beisplelen wird das Verfahren zur Herstel- 
lung der passiven Elemente und des photographischen Mehrschichten- 
materials nsLher beschrieben: 

Be is pie 1 1 

Ein elektrisch nichtleitender Schicht trfiger wird mit einer fein- 
kornigen orthochromatisch sensibilisierten Chlorbromsilberemul- 
sion beschichtet, deren Gelatine/SilberverhSltnis 1 : 3,2 betr&gt. 
Die aufgegossene Emulsionsschicht hat eine Schicht dicke von ca. 
1,5 und eihfen^chichtsilberwert von 4,2 g AgNOg/m 2 . Der Emul- 
sion wird vor *&Bm Vergufi als Stabilisator Triazaindolizin und ein 
geeignetes Netzmlttel zugesetzt. Auf die getrocknete Emulaions- 
schicht giefit man eine 2%ige Polyvinylalkoholacetat 16sung als 
Schutzschicht, um ein Verkratzen und Verschrammen der gegen mecha- 
nische Einwirkungen sehr empfind lichen Schicht zu vermeiden, Di 
Schutzschlcht wird durch eine 2 Mlnuten dauernde Vorwfisserung vor 
der Entwicklung w itgeh nd entfernt. Man ntwick It in in m Phe- 
nid n-Hydrochinon-Entwickl r mit inem Gehalt von 6 g Hydrochin n 
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und 0,2 g Phenidon/l-Entwickler, der auf einen pH-Wert von 10,7 
eingestellt wird und dem man 1,6 g KBr/l-Entwickler zusetzt. Die 
sem Entwickler werden als Entwicklungsbeschleuniger Polyglykol 
10 000, N-Benzyl-pyridinium-perchlorat sowle Athylendiaminhydrat 
zugesetzt. In der nachfolgenden Tab e lie Bind die Zusatzmengen 
des Jewells verwendeten Entwicklungsbeschleunigers und die bei 
iner Entwicklungszeit von 5 Minuten bei 22 °C erbaltenen Fia- 
chenwiderst&nde zusammengestellt. Entwicklungszeit und Entwick- 
lungstemperatur wurden so gew&hlt, daS das Material bereits ohne 
Zusatz von Entwicklungsbeschleuniger ausentwickelt ist. Nacb der 
Entwicklung wird in einem neutralen Fixierbad f ixiert und gewfts- 
sert. 



Entwicklungsbeschleuniger 


Uenge in g/1 
Entwickler 


Fl achenwiders t and 
in Ohm/cm 2 


Vergleich ohne 




115; 


Polyglykol 10 000 


0,08 


14,5 


Polyglykol io 000 


0,40 


9,5 


Polyglykol 10 000 


2,00 


6,5 


Polyglykol 10 ooo 


10.00 


2,6 


K-Benzyl-pyridinium- 
perchlorat 


2,00 


23 


N-Benzyl-pyridinium- 
perchlorat 


4,00 


13 


N-Benzyl-pyridiniuB- 
perchlorat 


6,00 


4,4 


Athylendiaminhydrat - 


0,4 


48 


Xt hy le ndiaminhy dr at 


2,0 


24 


Athylendiaminhydrat 


10,0 


9,6 



B ispiel 2 

Auf iner mit Antlhaloechicht v rseh n n P lyester-Unt rlag wird 
eine 1-2 yx dick Gelatin schicht aufg trag n. Auf di Gelatin 
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schicht gieflt man eine feinkbrnige panchromatisch sensibilisiert 
Chlorbromsilber-Emulsion. Die hier verwendete Emulsion hat ein n 
Bromsilberanteil von 25 % und ein Gelatine/Silberverhfiltnis von 
1 : 3,2. Die Schlchtdicke der aufgetragenen Emulsion liegt bei 
ca. 1,5 / u und der Silberauftrag bei 5,5 g AgNO^/m 2 . Auf dies 
Emulsion wird eine Gelatineschlcht mit einer Dicke von 4 y\x auf- 
getragen und anschliefiend eine or thochromatisch sensibilisiert'e 
Chlorbromsilber -Emulsion mit den gleichen charakteristischen 
Eigenschaften wie die erste Emulsionsschicht. Dieser Emulsion 
wird eine icftige Borax-Bors&urel&sung (VerhSltnis Bcfrax ; Bor- 
s&ure - 1 : 3) in einer Uenge von 18 ml/25 g AgN0 3 hinzugefUgt. 
Durch den Zusatz dieser Losung wird die Erstarrung der aufzugie- 
Aenden, teilhydrolysierten Polyvinylacetat lijsung, die als Schutz- 
schicht dient , bewirkt. Han verwendet ftir diesen Zweck vorteil- 
hafterweise eine 2%ige Lbsung von dem unter dem Handelsnamen be- 
kannten Moviol N 70/88* 

Dieser Film wird hinter einer Haske entsprechend Fig. 1 belich- 
tet und in einem Entwickler nach Beispiel 1, der als Entwicklungs- 
beschleuniger. Polyglykol 10 000 enth&lt, 3 Minuten bei 20 °C nt- 
wickelt. Anschlieftend wird ca. 2 Minuten in einer lG&igen Lbsung 
von Fixiernatron fixiert und 10 Minuten gewSssert. Beide Emul- 
sionsschichten miissen an den belichteten Stellen total durchge- 
schw&rzt sein. 

Das Ergebnis der elektrischen Messungen fttr die Werte der Kapa- 

zita* C und der Gate Q bei drei verschiedenen Frequenzen und in r 

o 

Piatt enf Iftche von 2 cm 1st in der folgenden Tabelle zusammenge- 
stellt. 





Kapazit&t 
n F/2 cm2 


Gtite Q 


100 kHz 


1,20 


35 


1 kHz 


1,25 


18 


10 kHz 


1,20 


200 
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Di in der Tabelle ang ftihrten Werte rh&lt man bei einer Dicke 
der Gelat ineschicht von 4 ^ii. Die Kapazit&t wird grdfler bei er- 
niedrigter Schicht dicke und kleiner bei erhdhter Dicke der Zwi- 
schenschicht , Bei der angegebenen Schichtdicke des DieleMrikums 
liegt die Durchschlagsfest igkeit hSher als die Mefispannung von 
30 Volt , 

Beispiel 3 

Der Schichtaufbau des Materials cntspricht Beispiel 1, wobei der 
als Dielektrikum wirkenden Gcla t i nezwischenschicht hochdisperses 
Ti0 2 zugesetzt wird, Dicse Schicht hat folgende Zusammensetzung: 

Losung A: lCfJoige Gelatine losung 220ml 
5'tif;e Netzmittellc^unjr 40 ml 

Ldsung B: iGf&ige wiSrige TiO<,- 

Dispersion * 75 ml 

3%ige Netzmittellosung 75 ml 

HgO 190 ml 

Als Netzmittel wird Pentndeccnyl-Bernsteins£urediglykolid-Natriuin 
verwendet. Losung B wird in Losung A eingertihrt und anschlieflend 
mit der angegebenen Wassermencr verdtinnt. 

Diese Zwischenschicht gibt ? mit einer Schichtdicke von 3,1 ge- 
gossen, nach Belichtung und Entuicklung entsprechend Beispiel 1, 
folgende Werte ftir die elektrischen Eigenschaften eines Kondensa- 
tors: 





Kapazitat C 

n V/2 cm2 


Gate Q 


100 kHz 


3,5 


28 


1 kHz 


3,5 


25 


10 kHz 


3,4 


200 
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per Gelatine-Zwischenschicht ties Belspiels 1 wird eine Dispersion 
von Poly&thylacrylat oder anderen hydrophoben Vinylpolymeren od r 
deren Mischpolymerisaten hinzugefugt. Eine Zwischenschicht mit 
Poly&thylacrylat zeigt z. B. folgende Zusammensetzung: 

lOfcige Gelatinelosung 150 ml 

20%ige Dispersion von Poly£thylacrylat 75 ml 

Wasser 375 ml 



Ein Aufbau mit dieser Zwischenschicht gibt bei einer Schichtdicke 
von 4,2 far die Zwischenschicht, nach Belichtung und Entwick- 
lung entsprechend Beispiel 1 und einer auf 5 Minuten verl&ngerten 
Entwicklungszeit , folgende Werte far die elektrischen Eigenschaf- 
ten eines Kondensators : 





Kapazitat C 
n F/2 cm2 


Giite Q 


1 kHz 
10 kHz 


1,9 
1,8 


40 
180 



Das Dielektrikum bestehend aus Gelatine und Poly&thylacrylat zeigt 
hier spezieil eine Verbesserung der Gate im Frequenzbereich von 
1 kHz gegenaber einer einfachen GelatinescKicht . 

Beispiel 5 

Der Schichtaufbau des Schichtmaterials entspricht wicder Beispi 1 1 
wobei der als Dielektrikum wirkenden Gelatineschicht ein wasser 15s- 
liches Polymeres, n&mlich Polyvinylpyrrolidon zugefUgt wird. Als 
solches wurde das unter dem Handelsnamen Luviskol K 30 bekannt 
eingesetzt. Eine derartige Zwischenschicht mit Polyvinylpyrrolid n 
b sitzt folg nd Zusamm ns tzung: 
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10% ig Gelatin losung 
l0%ige Lttsung von PVP 

5%ige Netzmitteliasung 
Vasser 



150 ml 
150 ml 
40 ml 
260 ial 



Ein Schichtaufbau mit dleser Zwischenschicht ergibt bet einer 
Schichtdicke von 2,7 ^u, nach Belichtung und Entwicklung ent- 
sprechend Beispiel 1 mit einer auf 5 Mi nut en verlftngerten Ent- 
wicklungszeit, folgende Werte flir die elektrischen Eigenschaf ten 
eines Kondensators : 





Kapazitat C 
n F/2 cm 2 


Gttte Q 


1 kHz 
10 kHz 


5,3 
5,1 


27 
180 



Die Kombination von Gelatine mit Polyvinylpyrrolidon bewirkt spe- 
ziell eine Erhdhung der Kapazitat des Kondensators im Vergleich 
zu einer reinen Gelatine -Zwischenschicht. 



Beispiel 6 

Han belichtet ein erf indungsgem&fles Material, hergestellt entspre 

chend Beispiel 2, im Kontakt hinter lfasken wie in Fig. 2 und 3 

dargest el It. Die quadrat is chen Fl&chen der auf belichtet en Muster 
2 

sind je 1 cm gro&und die Striche haben eine L&nge von 1 cm und 

ine Breite von 30 bis 40 auf der Kople. Damit die Abbildung 
des Striches nur in der oberen oder unteren Emulsionsschicht er- 
folgt, werden auf die lfasken Grflnf liter bzw. Rot filter montiert. 
Die Belichtung erfolgt mit zwei Lichtfarben, einmal hinter Grtin^ 
f liter mit einem Durchl&ssigkeitsmaxiaua von 530 Ai und anschlie- 



Bend hint r Rot filter mit inem Durchlfissigkeitsaaxlmum von 650 



/ 
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Di B lichtungszelt n b trag n b i iner Leuchtst&rke von 43 Lux 
240 sec hinter dem GrUnf liter und 60 sec hinter dem Rot flit r. 
Man w&hlt die Belichtung so, dafl die belichteten Stellen zur ma- 
ximalen Schw&rzung entwickelt werden kttnnen. Oberbelichtungen 
vermeidet man mdglichst, da sie die Sch&rfe der Abbildung ver- 
schlechtern. Entwickelt wird in einem Entwickler gem&fi Beispiel 1. 

Die aufbelichteten Muster stellen elektrlsch entsprechend den ' 
Schaltbildern von Figur 2 und 3 Kombinationen von Kondensatoren 
mit Widerst&nden dar. Bel der ersten Schaltung entsprechend Fig. 2 
sind zwei Kondensatoren mit einem Widerstand in Reihe geschaltet, 
und bei der zwelten Schaltung wle in Fig. 3 dargestellt, liegen 
wiederum zwei Kondensatoren mit einem Widerstand in Reihe und da- 
zu befihdet sich parallel geschaltet ein zweiter Widerstand. Die 
Kapazlt&ten C x und C 2 wurden bei 10 kHz zu ca. 5,2 n F bestimmt. 
Die Widerstfiiide R, R 1 und R 2 liegen 1m Bereich von 1,1 - 1,7 Ki- 
loohm und sind in ihrer Grttfie abh&nglg von der Strichst&rke und 
der Dicke der Schicht. Nach dem gleichen Prinzip k&nnen beliebig 
andere Schaltung en auch mit AnschluOstellen ftlr Dioden und Tran- 
sistoren hergestellt werden. 
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- Patentansprtich : 

^ly Verfahren zur Herstellung von passiven Elementen wie Wider- 
st&nden, Kapazit£ten, RC-Gliedern und Leiterbahnen durch Ne- 
gativentwicklung mit Hilfe eines lichtempf indlichen Mehr- 
schichtenmaterials auf Halogens ilberbas is , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Hehrschichtenmaterial , bestehend aus einem 
nicht leitenden Schichttrager und zwei Ubereinanderliegenden, 
fur unterschiedliche Spektralbereich sensibilisierte, gela- 
tinehaltige Chiorbromsilberemulsionen mit einem Gelatine/ 
Silberverh&ltnis von mindestens 1 : 3, die durch eine fUr 
phot ographis che Bader durchl&ssige , dielektrische Schicht 
getrennt sind, in Anwesenheit an sich bekannter Entwicklungs- 
beschleuniger entwickelt wird. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl als 
Entwicklungsbeschleuniger Polyathylenoxiden, deren Konden- 
sationsprodukte, quaternarc Ararooniurasalze und/oder Amine 
verwendet werden. 



3. Elcktrqtechnisches Material entsprechend Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daft auf einem nichtleitenden Schichttrager 
als erste Schicht eine fttr den roten Spektralbereich sensi- 
bilisierte, gelatinearme Halogensilberemulsion, als zwei to 
Schicht eine Gelat ineschicht und als dritte Schicht eine ge- 
latinearme Halogensilberemulsion, die lm blauen bzw. griinen 
Spektralbereich empfindlich iist, aufgetragen ist. 

4. Elektrotechnisches Material entsprechend Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die gelatinehaltige, dielektrische Schicht 
die Dielektrizit£tskonstante beeinf lussende, wasserunldsliche 
Stoff , wi Titandioxid, Siliciumdioxid, Polyathylacrulat , 
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Polystyrol, Dibutylphthalat , Xylol, Toluol in dlsp rgierter 
Form oder wasserlosliche Stoffe, wie Polyvinylpyrrolidone 
Polyvinylalkohol, Dextran enth&lt. 

5. Elektrotechnisches Material entsprechend Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die mittlere als Dielektrikum wirkende 
Schicht in streifenf ttrmigen Bahnen mit beliebigen Zwischen- 
raumen aufgetragen 1st, wodurch sich bei dem entwickelten Ma- 
terial Stellen der direkten Bertthrung der beiden elektrisch 
leitenden Schichten ergeben, so daft eine Durchkontaktierung 
bei entsprechend herausgeschnittenen Bahnen mttglich 1st. 



6. Elektrotechnisches Material nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekcanzeichnet , dafi die lichtempf indlichen Schichten an sich 
bekannte Entwicklungsbeschleuniger enthalten. 
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